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DETAIL SPECIFICATION FOR:

BAUARTSPECIFICATION FUR: MOSFET TRANSISTOR / ENHANCEMENT MODE
ANREICHERUNGSTYP

TYP NUMBER:

TYP NUMMER: BUZ 330

CONSTRUCTION: Semiconductor material:silicon

RONSTRUK. - Halbleitermaterial :silizium
MERKMALE : Polarity/Polaritit :N-channel
Type/Typ :C
Case material :plastik
Gehause Material :Kunststoff

Electrostatically Sensitive Device
Elektrostatisch Gefahrdete Bauel.

1.QUTLINE AND ! — 2 .APPLICATION
DIMENSION f ELEKTRISCHE ANWENDUNG
MECHANISCHE ' r N
EIGENSCHAFTEN *EE} A Switch
3 : : Schalter
TO 218 AA &
All dimensions _S
in millimetres
see Fig.3 3.QUALITY ASSESSEMENT LEVEL
Alle MafBle in mm l GUTEBESTATIGUNGSSTUFEN
siehe Bild 3 Y
4 .LIMITING VALUES
GRENZWERTE
Absolute maximum system
Absoluten Grenzwerte
Unit
4.1 Ambient operating temperature range - T; - §5 + 150 *C
Betriebstemperaturbereich
4.2 Storage temperature range Tseg - 55 + 1530 °C
Lagertemperaturbereich
4.3 Drain source voltage Vos 500 v
Drain Source Spannung
Q 4.4 Reverse gate-source voltage at Vps=0 Vesr -~ 20 A
| Gate-Source Spannung in Rickwiartsrichtung
‘ 4.4 Forward gate-source voltage at Vps=0 Vesr + 20 v
Gate-Source Spannung in Vorwadrtsrichtung
4.7 Continuous drain current at T; = 30°C Io 9,5 A
Drain-Gleichsirom
1.8 Power dissipation at Te¢ = 23°C Pp %) 125 W

Max. Verlustieistung

¥)See Fig.l/siehe Eild 1
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5 .CHARACTERISTICS at T; = 25°C unless otherwise stated
KENNWERTE bei T; = 25°C, wenn nicht anders angegeben
. ' Min Max Unit
5.1 Icss(1) Gate source leakage current 100 nA
GCate Source Leckstrom
: (Vegs=20V; Vpg=0V)
5.2 Iecss(2) Gate source leakage current 100 nA
GCate Source Leckstrom
(Ves=20V; Vps=0V; T5;=125°C)
5.4 Ipss Drain source leakage current 250 BA
Drain Reststrom
{(Vps=500V; Vgs=0V)
5.5 Ves(tn) Gate source voltage 2,1 4,0 v
Gate Schwellenspannung
(Vos=Vgs; Ip=1mA)

5.9.1 Ciiss Input capacitance 1,8 nF
Eingangskapazitat
{(Ves=0V; Vps=25V; f=z1MHz)
5.9.2 Cazss Output capacitance 270 pF
Ausgangskapazitat
(Ves=0V; Vps=25V; f=1MHz)
5.89.3 Cia2ss Reverse transfer capacitance 120 pF
Rickwirkkapazitat
(Vgs=0V; Vps=25V; f=1MHz)
5.10 Switching times
. Ein/Ausschaltzeit
(Vcc=30V; Rp1=102; Ves=10V; Rgs=502)
tacton) (ton=tdcen) + tr) 40 ns
tr 70 ns
tacott) (toss=tacorey + tr) 310 ns
ts 90 ns
5.11 Ribaa Thermal resistance junction to ambient 45 K/W
Warmewiderstand Chip/Umgebung
5.12 Hss Forward transconductance 5,0 S

Ubertragungssteilheit
(Vps=25V; 1p=9A)
5.13 Rops(en) Drain source on-state resistance 0,6 Q
Drain Source Einschaltwiderstand
(Ves=10V; Ip=984)

Marking:

Each transistor shall bear the following marking:

a. Terminal identification
G = Gate
D = Drain
S = Source
b. Trpe code, data code and manufacturing sign mark.
c. Package; manufacturer identification, CECC-spec.no., type no.,

date code, lot ident code, number of pieces in container,
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Fig. 1 Power dissipation derating curve
Bild 1 Verlustleistung Py = f (Tc)
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Fig. 2 Circuit for measuring switching times
Bild 2 MefBschaltung fir Schaltzeitmessung
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